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【はじめに】 
	 半導体スピン素子は不揮発メモリ機能を有する次世代半導体デバイスとして期待されている．

我々はこれまで，縦型 Geチャネルスピン MOSFETの可能性を追求し，強磁性体/Ge/強磁性体縦型
構造の結晶成長技術を開発してきた 1-3)．本研究では，最近開発した Geの低温結晶成長技術 3)を用

いて作製したエピタキシャル CoFe/Ge/Fe3Si 縦型構造において，明瞭なスピン伝導の観測に成功し
たので報告する． 
【実験方法】 

	 MBE 装置を用いて，高抵抗 Si(111)基板上に
CoFe/Ge/Fe3Si縦型構造をエピタキシャル成長した 3)．電

子線リソグラフィーや Ar イオンミリング等を用いて
Fig. 1に示すようなピラー型の縦型スピンバルブ素子と
した 4)． 
【実験結果】 

	 縦型伝導素子の電気抵抗を測定したところ，低温側で

増加する傾向を示し，中間層に非縮退系半導体品質の

Ge層が形成されていることが確認された．20 Kにおけ
る電流電圧特性は，トンネル伝導を示唆する非線形曲線

を示した．Fig. 2に 10 Kで測定した電圧変化(ΔVS)の磁
場依存性を示す．上下の強磁性電極の磁化配置(平行・反
平行)に対応した明瞭な矩形のヒステリシス信号が観測
されている．マイナーループ測定（紫線）も観測され，

反平行配置が安定に形成されていることが確認されて

いる．この結果は，CoFe/Ge/Fe3Si縦型構造におけるスピ
ン伝導の観測に成功したことを意味している．講演で

は，ΔVSの温度依存性，バイアス依存性などについても

議論する． 
	 本研究は，科研費基盤研究(A)(16H02333)・新学術領域
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Fig. 1 Scanning electron micrograph of 
CoFe/Ge/Fe3Si spin valves. 

Fig. 2 Spin accumulation output voltage 
(ΔVS) as a function of external magnetic 
field (H) at 20 K with an IDC of 0.5 mA. 
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